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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника. Силовая электроника (Часть 1)»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электротехника. Силовая электроника» являются:
- Формирование знаний по основам электроники
- Теория и принципы работы различных электронных компонентов;

- Получение научных основ технологии производства электронных приборов и технологии, использующей электронные и ионные процессы и приборы для различных областей науки и техники. 
Раздел дисциплины, темы лекций и их план

Раздел 1. Введение
1. Практические задачи электроники
2. Области, основные разделы и направления электроники
3. Вакуумная электроника. 
4. Твердотельная электроника
5. Квантовая электроника
6. Перспективы развития электроники
Раздел 2. Элементы электронных схем
1. Полупроводниковый диод
2. Стабилитрон. Стабистор. 
3. Диод Шоттки 
4. Варикап 
5. Тунельный диод. Обращенный диод
6. Классицикация и система обозначений. 
Раздел 3. Биполярные транзисторы
1. Устройство биполярного транзистора. Общая характеристика.
2. Количественные особенности структуры транзистора..
3. Три схемы включения биполярного транзистора с ненулевым сопротивлением нагрузки.
4. h - параметры биполярного транзистора. 
Раздел 4. Полевые транзисторы
1. Устройство полевого транзистора. Общая характеристика. 
2. Схемы включения полевого транзистора
3. Стоковые и стокозатворные характеристики.
4. Параметры транзистора, влияющие на усиление напряжения.
Раздел 5. Тиристоры
1. Устройство тиристора. Общая характеристика. 

2. Классификация и система обозначений тиристоров.
Раздел 6. Оптоэлектронные приборы
1. Излучающий диод (светодиод). Устройство, характеристики и параметры.
Система обозначений.
2. Фоторезистор. Фотодиод. Характеристики и параметры.
3. Оптрон (оптопара).Фототранзистор и фототиристор.
Раздел 7. Операционные усилители
1. Устройство операционного усилителя. Общая характеристика.
2. Передаточная характеристика операционного усилителя.
Раздел 8. Интегральные микросхемы
1. Интегральная микросхема. Общая характеристика. 
2. Полупроводниковые, гибридные и пленочные интегральные микросхемы.  
3. Система обозначений интегральных микросхем. 
4. Сравнительная эффективность использования конденсаторных батарей и синхронных двигателей.
Контрольные вопросы для самоконтроля:
1. Практические задачи электроники. Вакуумная, твердотельная и квантовая электроника.
2. Элементы электронных схем. Характеристика и принципы работы
3. Устройство биполярного транзистора. Характеристика и принцип работы.
4. Схемы включения биполярного транзистора. h – параметры.
5. Полевой транзистор. Характеристика и принцип работы.
6. Схемы включения полевого транзистора.
7. Классификация, общая характеристика и устройство тиристора.
8. Виды, характеристики и параметры оптоэлектронных приборов.
9. Устройство, общая и передаточная характеристика операционного усилителя.
10. Интегральная микросхема. Общая характеристика. Виды интегральных микросхем.
Задачи для контрольных работ
1) Активное сопротивление катушки RК=6 Ом, индуктивное ХL=10 Ом. Последовательно с катушкой включено активное сопротивление R=2 Ом и конденсатор сопротивлением ХС=4 Ом (рис). 

Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжение на каждом сопротивлении. 
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2) Чему равен коэффициент сглаживания LC- фильтра для однополупериодной схемы выпрямителя (рис. 38), если известны следующие параметры: SLR=1,5; f =100 Гц; R=1 кОм; С=10 мкФ? 
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3) Катушка с активным сопротивлением R1=6 Ом и индуктивным ХL1=8 Ом соединена параллельно с конденсатором, ёмкостное сопротивление которого ХС2=10 Ом (рис).
Определить: 1) токи в ветвях и в неразветвлённой части цепи; 2) активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи; 3) полную мощность цепи; К цепи приложено напряжение U=100 В.
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Список вопросов к экзамену
1. Элементы электронных схем. Характеристика и принципы работы
2. Полупроводниковые приборы и принципы их работы 
3. Элементы электронных схем. Характеристика и принципы работы 
4. Три схемы включения биполярного транзистора с ненулевым сопротивлением нагрузки.
5. Схемы включения биполярного транзистора. h – параметры.
6. Полевой транзистор. Характеристика и принцип работы.
7. Схемы включения полевого транзистора. 
8. Виды, характеристики и параметры оптоэлектронных приборов 
9. Устройство, общая и передаточная характеристика операционного усилителя. 
10.  Интегральная микросхема. Общая характеристика. Виды интегральных микросхем.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Высшая школа. 1991.

2. Ибрагим К.Ф. Основы электронной техники. Схемы. Системы. – М.: Мир. 2001.

3. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника. – М.: Ростов-на-Дону, «Феникс». 2001. 

4. Осадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая схемотехника. – М.: Прямая линия. 1999.
Дополнительная литература:
1. Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. – СПб.: Корона-принт. 1998.

2. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы: Пер. с англ. – М.: Мир. 1988.

